
































































专利名称(译) 用于提高OLED效率的空穴捕获材料

公开(公告)号 US7504163 公开(公告)日 2009-03-17

申请号 US10/889654 申请日 2004-07-12

[标]申请(专利权)人(译) 伊斯曼柯达公司

申请(专利权)人(译) 伊士曼柯达公司

当前申请(专利权)人(译) 全球OLED科技有限责任公司

[标]发明人 JARIKOV VIKTOR V

发明人 JARIKOV, VIKTOR V.

IPC分类号 H01L51/50

CPC分类号 C09K11/06 H01L51/5012 H05B33/14 C09K2211/1011 C09K2211/1029 C09K2211/1055 C09K2211
/1088 H01L51/005 Y10S428/917 H01L51/0071 H01L51/008 H01L51/0081 Y10T428/24942 H01L51
/0054

代理机构(译) OWENS，RAYMOND L.

其他公开文献 US20060008672A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机发光装置，包括发光层，所述发光层包括主体，掺杂剂和空穴
俘获材料，其中所述空穴俘获材料相对于所述发光层以0.01至小于5体
积％提供。体积，具有选择的氧化电位，使得它小于主体的氧化电位以
便用作空穴陷阱，具有选择的氧化电位，以避免在两者之间形成某种电
荷转移复合物。空穴捕获材料和主体，如果电荷转移复合物导致掺杂剂
的电致发光效率降低，并且具有选择的氧化电位，以避免在空穴捕获材
料和掺杂剂之间形成电荷转移复合物。
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